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２犇犆犪犾犮狌犾犪狋犻狅狀狅犳犎犲犪狋犻狀犵犘狉狅犮犲狊狊犪狀犱犆狉犪狋犲狉犛犺犪狆犲犳狅狉

犝犾狋狉犪狊犺狅狉狋犔犪狊犲狉狊犃犫犾犪狋犻狅狀犛犻犾犻犮狅狀犉犻犾犿狊

ＪＩＮＦａｎｇｙｕａｎ
１，２，ＣＨＥＮＢｏ１，ＥＳｈｕｌｉｎ１，ＷＡＮＧＨａｉｆｅｎｇ

１

（１犆犺犪狀犵犮犺狌狀犐狀狊狋犻狋狌狋犲狅犳犗狆狋犻犮狊，犉犻狀犲犕犲犮犺犪狀犻犮狊犪狀犱犘犺狔狊犻犮狊，犆犺犻狀犲狊犲犃犮犪犱犲犿狔狅犳犛犮犻犲狀犮犲狊，犆犺犪狀犵犮犺狌狀１３００３３，犆犺犻狀犪）

（２犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔狅犳犆犺犻狀犲狊犲犃犮犪犱犲犿狔狅犳犛犮犻犲狀犮犲狊，犅犲犻犼犻狀犵１０００３９，犆犺犻狀犪）

犃犫狊狋狉犪犮狋：Ｂａｓｅｄｏｎｔｗｏｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｍｏｄｅｌａｎｄｆｒｅｅｅｌｅｃｔｒｏｎｇａｓｍｏｄｅｌ，ａｎｅｗｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄ，ｆｉｎｉｔｅ

ｅｌｅｍｅｎｔｍｏｄｅｌｉｓｆａｂｒｉｃａｔｅｄ，ｗｈｉｃｈｐｒｏｖｉｄｅｓａｎｅｗｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｉｎｔｏｓｔｕｄｙｉｎｇｔｈｅｅｎｅｒｇｙｔｒａｎｓｐｏｒｔｐｒｏｃｅｓｓ

ｉｎｓｉｌｉｃｏｎｆｉｌｍｉｒｒａｄｉａｔｅｄｂｙｕｌｔｒａｓｈｏｒｔｌａｓｅｒｐｕｌｓｅｓ．Ｂｙｃｈｏｏｓｉｎｇｓｕｉｔａｂｌｅｔｈｉｃｋｎｅｓｓｏｆｓｉｌｉｃｏｎｆｉｌｍｓ，ｔｈｅ２Ｄ

ｓｐａｔｉａｌａｎｄｔｅｍｐｏｒａｌｅｖｏｌｕｔｉｏｎｓｏｆｔｈｅｅｌｅｃｔｒｏｎｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅａｓｗｅｌｌａｓｃａｒｒｉｅｒｄｅｎｓｉｔｙｉｎｓｉｌｉｃｏｎｆｉｌｍ

ｉｒｒａｄｉａｔｅｄｂｙＩＲａｎｄｖｉｓｉｂｌｅｌａｓｅｒｓａｒｅｏｂｔａｉｎｅｄ．Ｔｈｅｅｖｏｌｕｔｉｏｎｓｏｆｃｏｍｐｌｅｘｒｅｆｒａｃｔｉｖｅｉｎｄｅｘａｎｄｐｌａｓｍａ

ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｉｔｙａｒｅａｌｓｏｃａｌｃｕｌａｔｅｄ，ｔｈｒｏｕｇｈａｎａｌｙｓｉｓ，ｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｔｈａｔｔｈｅｙａｒｅｄｏｍｉｎａｔｅｄｂｙｃａｒｒｉｅｒｄｅｎｓｉｔｙ．

Ｂｙｄｅｐｉｃｔｉｎｇｔｈｅｅｌｅｃｔｒｏｎｈｅａｔｆｌｕｘｅｖｏｌｕｔｉｏｎｓ，ｔｈｅｅｎｅｒｇｙｔｒａｎｓｐｏｒｔｐｒｏｃｅｓｓｉｓａｎａｌｙｚｅｄ．Ｔｈｅｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓ

ｏｆｌａｔｔｉｃｅａｎｄｃａｒｒｉｅｒｄｅｎｓｉｔｙａｒｅｄｅｐｉｃｔｅｄ，ｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｔｈａｔｔｈｅｌａｔｔｉｃｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｉｓｓｔａｙｅｄｗｅｌｌｄｏｗｎ

ｂｅｌｏｗｔｈｅｍｅｌｔｉｎｇｐｏｉｎｔ，ａｎｄｔｈｅｃｒｉｔｉｃａｌｄｅｎｓｉｔｙｏｆｃａｒｒｉｅｒｄｅｎｓｉｔｙｉｓｔｈｅｄｏｍｉｎａｔｅｄｆａｃｔｏｒｏｆａｂｌａｔｉｏｎ．Ｔｈｅ

ｃａｌｃｕｌａｔｅｄｔｈｒｅｓｈｏｌｄｆｌｕｅｎｃｅｓａｒｅｖａｌｉｄａｔｅｄｂｙｃｏｍｐａｒｉｎｇｓｔｕｄｙａｎｄｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｄａｔａ．Ｔｈｅｐｒｅｄｉｃｔｅｄｃｒａｔｅｒ

ｓｈａｐｅｓａｒｅｏｂｔａｉｎｅｄ，ｗｈｉｃｈａｒｅｗａｉｔｉｎｇｆｏｒｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｖａｌｉｄａｔｉｎｇ．

犓犲狔狑狅狉犱狊：Ｌａｓｅｒａｂｌａｔｉｏｎ；Ｉｎｆｒａｒｅｄａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ；Ｌａｓｅｒｈｅａｔｉｎｇ；Ｈｅａｔｔｒａｎｓｆｅｒｍａｔｈｅｍａｔｉｃａｌｍｏｄｅｌｓ；Ｓｉｌｉｃｏｎ

ｆｉｌｍｓ

犗犆犐犛犆狅犱犲狊：１４０．３３３０；１４０．３３９０；１４０．７０９０
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R１　��HI8÷øYzåùb�

犜犪犫犾犲１　犜犺犲狉犿犪犾犪狀犱狅狆狋犻犮犪犾狆犺狔狊犻犮犪犾狆犪狉犪犿犲狋犲狉狊狌狊犲犱犻狀狋犺犲犜犜犕

Ｐａｒａｍｅｔｅｒ Ｓｙｍｂｏｌ Ｖａｌｕｅ

Ｅｌｅｃｔｒｏｎｓｙｓｔｅｍｔｈｅｒｍａｌｅｎｅｒｇｙ 犝ｅ ３犖犽Ｂ犜ｅ（Ｊ／ｍ
３）

Ｂｏｌｔｚｍａｎｎｃｏｎｓｔａｎｔ 犽Ｂ １．３８×１０－２３（Ｊ／Ｋ）

Ｅｌｅｃｔｒｏｎｈｅａｔｃｏｎｄｕｃｔｉｖｉｔｙ 犽ｅ －０．５５６＋７．１３×１０－３犜ｅ（Ｗ／（Ｋ·ｍ））

Ｅｌｅｃｔｒｏｎｌａｔｔｉｃｅｃｏｕｐｌｉｎｇｔｉｍｅ τｅ－ｌ ２４０×１０－１５×（１＋（犖／犖ｃｒ＿ｓｈ）
２）（ｓ）

Ｓｈｉｅｌｄｉｎｇｅｌｅｃｔｒｏｎｄｅｎｓｉｔｙ 犖ｃｒ＿ｓｈ ６×１０２６（１／ｍ３）

Ｌａｔｔｉｃｅｈｅａｔｃａｐａｃｉｔｙ 犆ｌ ２．２３６８×１０６（Ｊ／（ｋ·ｍ３））

２２００４１９０
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Ｐａｒａｍｅｔｅｒ Ｓｙｍｂｏｌ Ｖａｌｕｅ

Ｌａｔｔｉｃｅｈｅａｔｃｏｎｄｕｃｔｉｖｉｔｙ／（Ｗ·Ｋ
－１·ｍ－１） 犽ｌ １．５２×１０５犜ｌ

－１．２２６

Ｅｌｅｃｔｒｏｎｄｉｆｆｕｓｉｖｉｔｙ／（ｍ
２·ｓ－１） 犇０ ２．９８×１０－７犜ｅ

Ａｕｇｅｒｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ／（ｍ
６·ｓ－１） γ ３．８×１０－４３

ＭｉｎｉｍｕｍＡｕｇｅｒｌｉｆｅｔｉｍｅ／ｓ 狋ｍｉｎ ６×１０－１２

ＳｃｒｅｅｎｅｄＡｕｇｅｒｒｅｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ γ′犖
３ 犖／（１／（γ犖２）＋狋ｍｉｎ）

Ｉｍｐａｃｔｉｏｎｉｚａｔｉｏｎｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ／ｓ
－１

δ １．０×１０１１（犝ｅ－犈犵）

Ｂａｎｄｇａｐｉｎｓｉｌｉｃｏｎ／ｅＶ 犈犵
［１９］ １．１５５－（４．７３ｅ－４）犜２ｌ／（６３５＋犜ｌ）

Ｍｅｌｔｉｎｇｐｏｉｎｔｏｆｓｉｌｉｃｏｎ／Ｋ 犜犿 １６８３．１５

Ｌｉｎｅａｒａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ／ｍ
－１ 犪１

－５８９５＋６２．２６犜ｌ－０．２３０９犜
２
ｌ＋３．１８６×１０

－４犜ｌ
３＋９．９６７

×１０－８犜ｌ
４－１．４０９×１０－１１犜５

ｌ（１０３０ｎｍ）

５．０２×１０５ｅｘｐ（犜ｌ／４３０）（５１５ｎｍ）

Ｔｗｏｐｈｏｔｏｎａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ／（ｍ·Ｗ
－１） 犪２

１．５×１０－１１（１０３０ｎｍ）

１．８×１０－１２（５１５ｎｍ）
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